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1. Procedeu de obtinere a senzorilor care include depunerea chimica a straturilor de oxizi de semiconductor sau de metal
pe un substrat in prezenta razelor de lumina, caracterizat prin aceea cd depunerea chimica se efectueaza in prezenta
razelor ultraviolete, urmata de prelucrarea fototermica rapida a materialelor obtinute, care are loc in vid, in aer sau in
camera de gaze, de exemplu, cu oxigen.

2. Procedeu de obtinere a senzorilor care include depunerea chimica a straturilor de oxizi de semiconductor sau de metal
pe un substrat, in prezenta razelor de lumind, caracterizat prin aceea cd depunerea chimica se efectueaza in prezenta
razelor ultraviolete, suplimentar are loc doparea materialelor obtinute cu cel putin o impuritate, donor sau acceptor,
odatd cu depunerea chimica, apoi are loc prelucrarea fototermica rapida a materialelor obtinute, care are loc in vid, in
aer sau in camera de gaze, de exemplu, cu oxigen.

3. Procedeu de obtinere a senzorilor care include depunerea chimica a straturilor de oxizi de semiconductor sau de metal
pe un substrat, in prezenta razelor de lumind, caracterizat prin aceea cd depunerea chimica se efectueaza in prezenta
razelor ultraviolete, dupé care, suplimentar are loc doparea materialelor obtinute cu cel putin o impuritate, donor sau
acceptor, mai apoi se efectueaza prelucrarea fototermica rapida a materialelor obtinute, care are loc in vid, in aer sau in
camera de gaze, de exemplu, cu oxigen.

4. Procedeu de obtinere a senzorilor care include depunerea chimica a straturilor de oxizi de semiconductor sau de metal
pe un substrat, in prezenta razelor de lumind, caracterizat prin aceea cd depunerea chimica se efectueaza in prezenta
razelor ultraviolete, dupa care, suplimentar are loc prelucrarea fototermica rapida a materialelor obtinute, care are loc in
vid, in aer sau in camera de gaze, de exemplu, cu oxigen, si in acelasi timp se efectueaza doparea prin difuzie a lor cu
cel putin o impuritate, donor sau acceptor.

5. Procedeu de obtinere a senzorilor care include depunerea straturilor de oxizi de semiconductor sau de metal pe un
substrat, in prezenta razelor de lumina, caracterizat prin aceea cd depunerea chimica are loc in prezenta razelor
ultraviolete, dupa care se efectueazad suplimentar doparea prin difuzie cu cel putin o impuritate, donor sau acceptor,
concentratia impuritatilor fiind maxim posibild pentru materialul obtinut, mai apoi se efectueaza prelucrarea fototermica
rapida a materialelor obtinute, care are loc in vid, in aer sau in camera de gaze, de exemplu, cu oxigen, cu conditia
micsorarii temperaturii de la temperatura doparii, pana la temperatura mediului inconjurator.



